Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Тиристор, конденсатори, діоди, транзистор, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 31710000-6 - електронне обладнання (Тиристор, конденсатори, діоди, транзистор) (- 31712332-6 Тиристори - Тиристор швидкий ТВІ153-1250 – 2 шт.;- 31711150-9 Електричні конденсатори - Конденсатори електролітичні 450В, 470 мкФ – 10 шт.;- 31711150-9 Електричні конденсатори - Конденсатори СВВ-21 6,8 мкФ *250V – 400 шт.;- 31712340-5 Діоди - Діоди STPS200170TV1Y – 3 шт.;- 31712350-8 Транзистори - Транзистори IRFB260 – 6 шт.;- 31712344-3 Діоди Шотткі - Діоди Шотткі В340А-13-f – 8 шт.;- 31712350-8 Транзистори - Транзистор MOSFET IRF540NSTRLPBF – 8 шт..)
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-10-13-014593-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 29 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 29 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у цій тендерній документації, збірку, налаштування, та усі інші витрати. 
3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 15 листопада 2025 року. 
4. Місце поставки товару: 61002,м.Харків, вул. Кирпичова,2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.
6. Строк гарантії: не менше 12 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

 Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	Тиристор швидкий ТВІ153-1250
	2
	Середній прямий струм: 1250 А.
Ударний прямий струм: 21000 А.
імпульсний зворотний струм, що повторюється: 120 мА.
Імпульсна напруга у відкритому стані: 2,15 В.
Відмикальна напруга керування: 2,5 В.
Відмикальний постійний струм керування: 300 мА.
Порогова напруга: 1,25 В.
Динамічний опір у відкритому стані: 0,30 мОм.
Заряду зворотного відновлення: 350 мкК.
Критична швидкість наростання струму у відкритому стані: 2000 А/мкс.
Критична швидкість наростання напруги в закритому стані: 1000 В/м.
Час вимкнення: 16,0; 20,0; 25,0 мкс.
Температура переходу: -60 … +125 град С.
Тепловий опір перехід — корпус: 0,020 град/Вт.Фазовий шум: -103дБн/Гц (1ГГц, зміщення 10кГц).

	2. 
	Конденсатори електролітичні 450В, 470 мкФ
	10
	Виробник: Elna.
Максимальна робоча температура: 105 град.
Висота: 50 мм.
Країна виробник: Таїланд.
Діаметр: 35 мм.
Мінімальна робоча температура: -25 град.
Термін служби: 2000 годин.
Номінальна робоча напруга: 450 В.
Тип ємності: Постійна.
Ємність конденсатору: 470 мкФ.
Тангенс кута діелектричних втрат: 0.2.
Тип конденсатора: Високовольтний.
Максимальний допуск ємкості: 20 %.
Крок між виводами: 10 мм.

	3. 
	Конденсатори СВВ-21 6,8 мкФ *250V
	400
	Тип конденсатора: Металізований поліпропіленовий плівковий.
Особливості: Герметичний корпус із вогнезахисним епоксидним покриттям.
Номінальна ємність: 6,8 мкФ.
Напруга: 250 Ст.
Допустиме відхилення ємності: 10%.
Робоча температура: -40...+85°С.

	4. 
	Діоди STPS200170TV1Y
	3
	Пікова зворотня напруга (Urrm): 170.
Максимальний середній струм діода (If(av)): 100 А.
Пряме падіння напруги (Uf): 0.63В.
Кількість діодів в корпусі та схема (N/Схема): 2N.
Виробник: ST MICROELECTRONICS.
Корпус:	SOT-227 (ISOTOP).

	5. 
	Транзистори IRFB260
	6
	Тип: Польові N-канальні.
Бренд: Ir.
Корпус: TO-247.
Uds: 200 V.
Тип монтажу: THT.
Idd: 50 A.

	6. 
	Діоди Шотткі В340А-13-f
	8
	Тип: шотткі
Пікова зворотня напруга (Urrm): 20.
Максимальний середній струм діода (If(av)): 3А.
Пряме падіння напруги (Uf): 0.5В.
Кількість діодів в корпусі та схема (N/Схема): 1.
Тип монтування: SMD.

	7. 
	Транзистор MOSFET IRF540NSTRLPBF
	8
	Тип каналу: N.
Максимальний струм стік-витік при 25°С (Id): 33А.
Повний заряд затвору: 71нКл.
Опір стік-витік при 10V (Rdson): 0.044Ом.
Корпус:	T0-263.
Ubrdss: 100 В.
Ugs max: 2 В.
Idm: 110 A.
Pd 25: 130 W.



